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NPN-Si-Transistoren

NPN-Silizium-Planar-Transistoren

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T\, = 25°C
o . 7Kohektor— Kollektor- Verlust- Sperr- Kollektor-Basis- Kollektor- Transit- ~ besondere 75@-7

Basis- Emitter- leistung schicht- Stromverhaltnis reststrom frequenz Hinweise héause

Spannung Spannung bei temperatur (Kleinsignal-

TU =259 Stromverstarkung)
bei bei
Uce/lc bei Ucke/lc

L UV Uceo V Piot W TLO,CiB(/% V/mA IcgonA Ucso V ft MHz Vv/mAi ) -
BCY50 10 & 03 175 >60 1501 <5 4 - = ") TO-18
BCY 51 3 20 03 175 >60 1501 <5 25 — — *) TO-18
BFY17 40 25 06 175 (>38) 910 <10 9 > 200 10/10 — ~ TO5
BFY 18 40 25 03 175 (> 385 9/10 <10 9 > 200 10/10  —  TO-18
BFY 19 307 - 20 ) 0,3 175 (2735) 9/10 < 25 79 > 300 10/10 - TO-18
BFY 20 & B 15 0,6 127 (> 35 9/10 SO 9 > 2Q0 97/10 Doppeltransistor TO-5_
BFY 28 60 30 0,3 175 (} 35) 9/1Q i < 25 9 > 300 7170/10 o TO-18
BFY 37 25 20 0,3 175 ?ﬁ 10/10 <100 20 > 200 LNO *) TO-18
BFY 39-1 7745 25 0,3 175 > 257 10/197 < 50 30 150 ) 10/10 *) EE’%
gFY 39-2 45 25 0,3 175 = 100 10/10 §570 (i() 150 M *) TO-18
BFY 393 45 25 03 175 > 180 10/10 < 50 30 150 1010 %) TO-18
BFY40 60 30 08 200 > 50  10/50 < 100 30 80 10/50  — TO-5
BFY 41 120 75 08 200 > 35  10/50 < 100 90 — - - TO-5
BFY 43 140 140 038 175 > 25 1010 < 100 90 60 10/10 . Video-Endstufen  TO-5
gN 706 25 — 0,3 17757 > 20 1/10 < 50 15 > 200 15/10 — TO-18
2N920 45 45 03 175 (> 60) 5/ <10 45 > 30 505  rauscharmer Typ  TO-18
2N 930 45 45 0,3 175 (> 150) 5/1 < 10 45 > 30 %5 : rauscharmer Typ ~ TO-18
,2,,N 1613 75 — 0,8 200 > 35 10/5 < 10 60 > 60 10/50 - 7T2-75
2N1711 75 — 08 200 >70 105 <10 60 > 70  10/50  — TO-5
2N 1893 120 80 0,8 200 > 45 10/5 < 10 90 > 50 10/50 — TO-5
*) auch mit isoliertem Kollektor im Gehause TO-18 lieferbar
NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T;; = 25 °C
7 - i Kollektor- Ko!f;k?c;r- Verlust- VSpierr— Kollektor-Basis- Kollektorrestst}om 'ﬁ;;siitfré'duenz 7&37Héuse

Basis- Emitter- leistung bei schicht- Stromverhaltnis

Spannung Spannung Ty, =25°C temperatur

(Tg = 25°C)
bei bei
Uce/lc  Icso bel Uce/lc

- UCBO \Y UCEO \% Piog W ) Ti OC" B, W\//mA (/CEO) _nA yCBO V fTMHz V/mA
BLY 12 60 30 (25) 150 > 30 2/2000 <10° 50 > 60 9/100 TO-3
BSX 22 40 32 ® 175 > 35  2/500 (< 1000) 10 100 5/100 TO-5
BSX 23 90 65 (6) 175 > 35 2/5(20 (< 1000) 30 170077 5/100 TO-5
Béx 24 32 32 0,3 175 > 35 _5/50 < 50 20__ ) 200 10/10 T_O—18
BSY 24 40 20 06 150 > 15 1/100 < 50 9 > 50  9/20 TO-5
§§Y 25 749 7270 0,6 L‘.’)Q > 49 1/125 < 50 9 B > 100 9/20 TO-5
BSY 26 20 15 0,3 175 > 20 O,§iﬁ0 < 25 9 > 200 9/10 TO-18
BSY27 20 15 03 175 > 40 03510 < 25 9 > 200 9/10 TO-18
ﬂ 28 15 12 03 175 > ?0 2/10 < 50 9 > 300 9/10 TO-18
BSY29 15 12 03 175 > 40  2/10 < 50 9 > 300 9/10 - TO-18
BSY 95A 20 15 015 140 > 50 03510 < 50 16 > 200  10/10 TO-18
PUY 10 774(7) 72707 (10)7 Eq > 715 B 2/100 < 50 9 B >i0 9/20 TO-3
BUY 11 _i 2977 (10)___ 150 > 40 2/100 < 50 9____ - = 100_ 9/20 TO-3 )
2N 743 20 12 0,3 J75 > 20 0,35/10 < 1000 20 > 300 10/10”7 B TO-18
2N 744 20 12 0,3 175 > 40 0,35/10 < 1000 20 > 300 10/10 TO-18




PNP-Ge-Transistoren

PNP-Germanium-Standardtransistoren und PNP-Germanium-Leistungstransistoren

t*)

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
7 Kollekt;)r- Kollektor- Verlust- Kollektor; Sperr-fi kol[(;(tor—Basis— ) Kollektorreststrom. Grenzfrequenz Ge-
Basis- Emitter- leistung bei strom schicht- Stromverhaltnis hause
Spannung Spannung Ty = 25°C temperatur (Kleinsignalstrom-
(Tg = 25°C) verstarkung)
bei bei
-Uck/-Ic bei fu -Uce/-Ic
5 "UCBO Vv -l:/cgo Vv Ptof w -Ic A Ti o B (ﬂ) V/mA ‘ICBO ;:A ‘UCBO \" (fT) MHz V/mA -
i\gY 27 40 20 0,2 = o] (20...55) 12/1 <5 30 11 12/1 KO—S ;
ACY28 40 15 0,2 —_— 75 (45...150) 12/1 <5 30 1,2 12/1 KO-5
ACY 29 40 20 0,2 — 75 (85...145) 18 < 8 30 1,4 1211 KO-5
ACY 30 40 20 0.2 — 75 (60...200) 1211 £5 30 18 124 KO-5
ASY 50 20 10 0,2 — 75 15...80 /8% <10 20 = >05 45N KO-5
ASY 55 20 - 0.2 — 5 50 02/100 < 10 20 11 - KO-5
ASY 56 16 107 0,2 —_ 75 25...60 9/10*) < 1.5 16 (> 2) 0,5/10 7K9—5
ASY 57 16 10 0,2 = 75 $0...80 0M0% <15 16 (> 37) 05/10 KO-5
ASY 58 1§ E 0.2 s 75 40...100 0/10*)__ & 1,§ 16 (= T 0,"5/10 7}50-5
ASY 59 16 10 0,2 = 75 60...159 0/10%) < 1.5 16 (> 12)  0,5/10 KO-5
ADY 22 30 15 (40) 10 85 > 15 0/1000%) 110 9 025 610  TO3
ADY 23 80 40 (40) 10 85 > 20 . 0/1000%) 110 9 025  6/10 TO-3
ADY 24 80 40 (40) 1. 8 >80 0/1000*) 110 9 0,25 6/10 TO-3
ADY 25 100 60 (40) 7.5 85 > 20 0/1000*) 110 9 0,25 6/19 TO-3
") Ugg =0
**) nicht flr Neuentwicklungen verwenden
TO-5 TO-18
Metallgehause, Gewicht ca. 1,1 g Metallgehduse, Gewicnt ca. 0,45 g
Kollektor mit Gehause verbunden Kollektor mit Geh&use verbunden
EUJ
by m '?n?:x 949 8¢
-
E
-~
mavx05¢
TO-3 KO-5 mit Transistorhalter
Metallgehause, Gewicht ca. 23 g Metallgehause
Kollektor am Gehéause Die Anschlisse sind vom Gehé&use elektrisch isoliert
max.40 - e 658 S
——8 MIiN.8 jet— =l
e K 3 J‘?ﬁ.
? 8 e :._x .
E E - _.-! 6']" ~
o
l %E é } } 1 !
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Abmessungen in mm




Dioden

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ty=2 °C
3 Sperr- jburchlaB; Verlust- Sperrschicht- Sperrstr(.:)mir Dufcﬁ l;bstrom Sperr- o
spannung gleich- leistung temperatur verzogerungs-
strom ei zeit
Ty =25°C
bei bei
i UR V IF mA Ptot mW Ti OC IR MA UR \ IF mA ,U,F \4 t,r NS ggmessenjg[ B g
BAY 31 15 100 200 150 < 0,08 10 > 40 1 < 4,5 Ig = 1f_J mA auf Up = 10V, R = 100 Q
BAY 36 30 100 200 10 <03 2@ > 40 1 <45 lg=10mAauf U =10V,R =100Q
BAY 52 15 100 200 150 ﬁ< 0,05 10 > 20 ) 1 < 15 Ilp= 10_mA auf Up = 6V, R =100 Q
S 406 50 200 250 150 <1 40 >777200 1 - = 20 g = O’ZAELQR,: 0,2 A bis IR,Z ZanA
S 407 30 5 250 150 < 0,05 10 > 10 1 < 15 ,,,IF = 10m/7\78}1flg = 10 mAbis Iy =1 m,A
$43 110 200 280 150 <01 110 > 100 1 sl —
S 587 20 100 250 150 <1 20 > 10 0,85 —
Germanium-Golddraht-Dioden
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
o B VSperr- DuréﬁI;B- Verlu;t- 7 éf;errscimbht- Sperrsirom Durchlagistrom ”sr;;;r’r.r
spannung gleichstrom leistung temperatur verzégerungs-
bei éei_t
- ei
Ty =B8R0 I = 5 mA auf
Ig = 5 mA bis
bei 0,1 mA
bei
7 UV Ile mA Piot mW T, °C Ir uA UrV Ir mA UrV t,r ns i
G 498 50 150 65 20 < 30 50 > 100 085 —
G 498.1 80 180 65 90 = 10 60 > 100 08 = —
G SOE 25 1?1 65 . 9707 < 35 = 25 >> 30 Q,5_ e <7250
G 580 20 200 65 ‘90 < 100 10 > 10 0,5 —

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
Germanium-Golddraht-Dioden
Glasgehduse

Gewicht ca. 0,22 g

|
Katoden-
Kennzeichen
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~
AN

&

4 Abmessungen in mm



Dioden

Germanium-Tunneldioden **)

Typ Grenzwerte

Strom
in beiden
Richtungen

mA

AEY 11 50

JK 30A 50
JK 60A%) 50

Sperrschicht-
temperatur

Ll

Kennwerte bei T,

Hockerstrom

75
L
75

.55 60

Hocker-

spannung

Ur mV G mS

Negativer Serien-
durchlaB- Leitwert

Rs @

= 25°C
kﬁl—iécker- 7 Emﬁfalspannruﬁg
spannung
Up mV I, mA U mv
. 5,5 55 O,L 300
9.5 60 B 0,7 320
0,7 320

480 40
40 2 A
480 40

s nH
6

min. Serien
widerstand induktivitat

L
-
:

Sperrschicht-
kapazitat

~ CpF
30

30
30

*) Der Typ JK 60 A ist ein Tunneldiodenpaar, bei dem jede Diode die Kennwerte der JK 30 A aufweist. Dabei liegen die Hockerstrome dieses Paares mit ihren
Werten innerhalb einer Toleranz von * 2,5%, die Werte der Sperrschichtkapazitaten innerhalb einer Toleranz von * 10 pF.

Germanium-Backward-Diode **)

Typ Grenzwerte Kennwerte bei TU = 25°C
= o étrom Sperrschicht- DurrchIaBrsTtVricr)mr ) S;errstrom Differentieller Sperrsch}éht- =

in beiden temperatur ei bei Widerstand kapazitat

Richtungen Up =02V Ug =02V bei bei

Up =04V Up =02V
i - mA T; °C Ir nA Ir mA re.  ~ CpF -

JK 100 75 85 10 (< 20) 13 (> 5) 1,1 90 (< 200)
**) nicht fur Neuentwicklungen verwenden
AEY 11 JK 30A JK 66 A
JK 100 Metall-Keramik-Aufbau Metall-Keramik-Aufbau

Gewicht ca. 0,45 g
Metallgehduse DIN 18 A 3 (JEDEC TO—18)

9,4
5,1 —e=

13,1

F+—5,1 —
j Anode Adpde * {
max.05? o~ c :
it
= - Katode #
Katode

Abmessungen in mm



Si-Gleichrichter

Diffundierter Silizium-Gleichrichter mit reversiblem Volumendurchbruch

Typ Kenn- und Grenzwerte
Nennsperr- period. min. Nennstrom period. StoBstrom Sperrstrom max. Verlust- max.
spannung Spitzen- Lawinen- in Einweg- Spitzenstrom fir eine bei leistung in Sperrschicht-
(gilt auch als sperrspannung durchbruch- schaltung 50-Hz-Halb- Up = 800 V Sperrichtung temperatur
Grenzscheitel- spannung mit Wider- schwingung T. = 25 °C bei
sperrspanrr‘xung standslast 1 Ti = [25/°C
und Gleich- bei
sperrspannung Ty = 45°C <10
B UV Ugn V U, v I A e A Im A g uA Pram kW T °C
RAS 310 AF 1000 1200 1250 1 45 <10 4 140
SILRING-Zellen *)
Typ Kenn- und Grenzwerte
Nennsperr- period. StoBspitzen- NennanschluB- Nennstrom period. StoBstrom max. zul. Sperrschicht-
spannung Spitzen- spannung spannung bei in Einweg- Spitzenstrom fur eine Temperatur temperatur
(gilt auch als sperrspannung Wider- schaltung bei & < 40 ° 50-Hz-Halb- an der
Grenzscheitel- standslast ohne zusatzl. schwingung dicken
sperrspannung Kuihiung und Cu-Scheibe
und Gleich- bei bei Luft-
sperrspannung Ty=45°C selbstkihlung
e UrVv Urm V Urm V Un Veft In A lewi A fem A Ts °C T; °C
SiG 15/400 400 700 800 250 2,5 20 - 300 110 140
SiG 15/600 600 900 1000 380 2,9 90 300 110 140
*) nicht fir Neuentwicklungen verwenden
Silizium-Netzgleichrichter 0,5 A fir Einwegschaltungen mit Ladekondensator
Typ Kenn- und Grenzwerte
Nenn- Nennsperr- Sperrstrom StoBspitzen- periodischer Nenngleich- Lade- Schutz-
anschluB- spannung bei spannung Spitzen- strom bei kondensator widerstand
spannung Nennsperr- bei strom Einweg-
spannung t<1ms bei 6 < 20° schaltung u.
un f>15Hz Ladekonden-
Ti = 25 °C sator bei
Ty =50°C
fhn (leeff &? \' 777/[( uA Urm V Irm A Ingt A N 7C|_ uF Ft'iQ
BY 104 ??9 @0 < 10 1250 55 0,5 < 200 5
BY 115 125 400 < 10 600 5,5 0,5 < 200 > .5




Si-Gleichrichter

Silizium-Gleichrichter 1 A

Typ Kenn- und Grenzwerte bei T, = 25 °@
Nennsperr- Sperrstrom StoBspitzen- periodischer Nennstrom Sperr-
spannung bei spannung Spitzen- in Einweg- schicht-
Nennsperr- bei strom schaltung temperatur
spannung t<1ms bei mit Wider-
6 <L 20° standslast
f>15Hz Ty =50°C
UR V - -’R ‘LLA URM V IFM A ln A Ti OC
SiG 1/100 100 < 3 250 B 5,5 ) 1 140
SiG 1/200 200 <8 500 5,5 1 140
SIiG 1/400 400 <8 800 85 1 140
SiG 1/600 600 ot < 3 1090 5,5 1 71%0
SiG 1/800 800 < 3 1300 55 1 140
RAS 310 AF SILRING-Zelle BY 104, BY 115,

Metallgehduse
Gewichtca. 1,6 g

Katode
I 0,73.%
719

Ll * S ; 2-
}

T

99°)

088 ?

Abmessungen in mm

Metall-Keramik-Aufbau

Gewicht ca. 5 g

-4—]1

— |

05

SiG 1
Metallgehause
Gewichtca. 1,2 g

90*5

o
=
|

Katode | _ 1 L.




Si-Thyristoren

Si-Thyristoren 0,8 A...16 A

max. zuldssige Sperrschichttemperatur: Ti —

= 125 9C

Typ*) Kenn- und Grenzwerte
) positive und Effektivwert pos.”;md neg. 7 Nennslromi periodischer StoBstrorﬁ otrJrerrer Zind- Haltéstrom Warmewider-
negative der StoBspitzen- ei Spitzenstrom einer 50-Hz- strom bei stand Sperr-
Nennsperr- AnschluB- spannung Ty =45°C Halbschwin- T,=25°C schicht-
spannung spannung und mit dem gung aus 0., = a8y Gehéuse
jeweils Nennlast st
empfohlenen
Kihlkérper
Ur V UN Veif Urm V I, A _,IF"‘ A Iem A It mA Iy [nfi - Rinc grdr/Wr
SIT08/50 50 30 60 08 5 15 10 < < 45
SIT 0,8/100 100 60 120 038 5 5 10 <2 @ <4
SIiT 0,8/200 200 125 240 08 5 15 10 ox < 45
SiT 0,8/300 300 o 180 360 0,8 5 1@7 ] l ,,< 20 <7£7
SiT 0,8/400 400 ) ﬁ) - 480 0,8 5 j 77710 : < ZL i :‘rS :
SiT 4/50 50 30 60 4 15 40 20 < 725)_ <6
SiT 4/100 100 60 120 ”4” - 15 40 ) 20 <7 ?5 7< 6
SiT 4/200 200 125 2110 B ;1 - 5 40 20 < 25 <”76
SiT4/300 300 180 360 4 15 40 20 < 25 <6
§iT 4/400 ﬁ N 22L ﬂ 74 - 15 40 ﬁ - < 25 < 6
SiT14/50 50 30 60 15 75 150 50 8 £ 1,1
SiT 14/1007400 60 120 157 757 17£ @ — 8 < 1,1
SiT 14/200 200 125 240 15 75 150 50 8 < 14
SiT 14/400 400 220 7480 15 7% B 1§07 50 8 < 11
SiT 18/5077 750 o 30 60 - 167 - 75 200 D 50»_ - 10 e S 11
SiT 18/1097 71007 ) 60 120 16 75 7200 50 71(7) - <7717,1
SiT 18/200 200 125 240 16 " 200 50 10 & 4
SiT18/400 400 220 480 16 75 200 50 10 il
SiT 18/500 500 320 600 16 75 200 - 50 10 € 14
SiT 18/600 600 380 720 16- 75 200 50 10 < 11

*) Die Zahl vor dem Schrégstrich gibt den Dauergrenzstrom in Ampére bezogen auf eine Geh&usetemperatur von 85 °C und die Zahl nach dem Schragstrich die
Nennsperrspannung in Volt an.

SiT08/... Kihlstern SiT4/...
Gewichtca. 1,1 g Gewicht ca. 5 g Gewicht ca. 100 g
Metallgehduse DIN 5A3 Federstahl mit Kihlkérper KL 10 A

(JEDEC TO—5)

Steuerelektrode

36%
/
L/ -
L——-—max.&,&’»—— ﬁy I T‘
(| g | ip? R ] [
g Ll kg gu m “ ‘ B
) - s s
max.05%

8 Abmessungen in mm

Katode

SW 1




Si-Thyristoren

Si-Thyristoren 23 A und 25 A

Typ*) Kenn- und Grenzwerte
posi{ive und Effektivwert pos. und neg. Nennstrrom periodischer StoBstrom Oberer Zl:jind— Haltestrom Warmewider-
negative Nenn- der AnschluB-  StoBspitzen- bei Spitzenstrom einer 50-Hz- strom bei stand
sperrspannung spannung spannung Ty =45 °C Halbschwin- Ti = 25°C Sperrschicht-
und mit dem gung aus U,=38¥ Gehause
jeweils Nennlast st
empfohlenen
Kihlkorper
Ur V UN V,efL ) ,,URM Y,,,,, - I, A _IFL“A Iem A Ist mA B In mA - Rinc grd/W
SiT 20/50 50 30 60 23 ] 125 350 50 < 50 < 1,1%*9
SiT 20/100 100 - f& - 120 23 ) 125 350 50 < 50 . < 114
SIiT 20/200 200 125 240 23 128 350 50 < 50 2 1,1%
SiT 20/300 300 180 360 23 125 350 50 < 50 < 11%)
SiT 20/400 400 220 480 237 125 350 - 50 - 7<750 < 1,1*)
SiT30/50 50 30 60 25 150 550 10 20  <o08™)
SiT 30/100 100 B 60 - 120 25 B 150 550 100 20 < 0,§ i)
SiT 30/200 200 120 240 25 150 550 100 ) 20 < 0,8***)
SIiT 30/400 400 220 480 25 150 550 100 20 < 08**)
SiT 30/500 500 320 600 25 150 550 100 20 & 08
SiT 30/600 600 380 720 25 150 550 100 20 < 0,8**%)

*) Die Zahl vor dem Schragstrich gibt den Dauergrenzstrom in Ampére bezogen

Nennsperrspannung in Volt an.
**) max. zulassige Sperrschichttemperatur: Ti —

***) max. zulassige Sperrschichttemperatur: Ti it

SiT14/...,SiT18/..., SiT30/...
Gewichtca. 735 g
mit Kihlkorper KL 42 A

Katode

135
S
]
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fe———— 90 —————

60

= 110°C
= 125 °C
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Abmessungen in mm

w

auf eine Gehdusetemperatur von 85 °C und die Zahl nach dem Schragstrich die

SiT 20/. ..
Gewicht ca. 740 g
mit Kihlkorper KL 42—1
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Si-Thyristoren

Si-Thyristoren 33 A und 65 A

max. zuldssige Sperrschichttemperatur: T.

i max

125 °C

Kenn- und Grenzwerte

Typ*)
;ﬁ;;iti;/eiund
negative
Nennsperr-
spannung
UV
SiT50/50 50
SiT 50/100 100
SiT 50/200 200
SiT 50/400 400
SiT 50/500 500
SiT 50/600 600
SiT 80/50 50
SiT 80/100 100
SiT 80/200 200
SiT 806/300 300
SiT 80/400 400

Effektivwert
der AnschluB-
spannung

UN Veif
30

60
120
220
320

,@0

30
60
120

180
220

pos. und neg.

StoBspitzen-
spannung

Urm V
60
120
240
480
600
720

60
120
240
360
480

periodischer

Nennstrom

bei Spitzenstrom

TU = 45°C

und mit dem

jeweils

empfohlenen

Kihlkorper

IhA Im A
33 200

33 200
38 200

3B 200
3 200

33 200

65 350
65 350

65 350
§5 350

65 350

StoBstrom

Oberer Ziind-

einer 50-Hz- strom bei
Halbschwin- Ti = 25°C
Nennlast Yt =3V
Iem A Ist mA
550 100

550 100

550 100

550 100
550 100
550 10G

1100 50

1100 50
1100 50

1100 50
1100 50

Haltestrom

lh, rpA
20

20
20
20

20
20

< 60
< 60
< 60
< 60
< 60

Warmewider-
stand
Sperrschicht-
Gehéduse

tho grrd/W

< 04

*) Die Zahl vor dem Schragstrich gibt den Dauergrenzstrom in Ampére bezogen auf eine Geh&dusetemperatur von 85 °C und die Zahl nach dem Schragstrich die
Nennsperrspannung in Volt an.

SiT 50/ . ..

Gewicht ca. 845 g
mit Kiihlkérper KL 42

SiT 80/ ...

Gewicht ca. 2100 g
mit Kiihlkérper KL 91—1
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Si-Thyristoren

Si-Thyristoren 55 A und 80 A

max. zuldssige Sperrschichttemperatur: T.

| max

= 125°C

Typ*)

SiT 95/50

SIT 95/100

SIT 95/200
SIT 95/400
SIT 95/500
SIT 95/600

SiT 180/50
SIT 180/100
SiT 180/200
SIiT 180/400
SIT 180/500
SIiT 180/600

Kenn- und Grenzwerte

positive und
negative
Nennsperr-
spannung

Ur V
50
100
200
400
500
600

50

100
200
400
500
600

Nennstrom

fem A
600
600
600
600

- 600

600

800

- 800

800
800
800
800

periodischer
Spitzenstrom

StoBstrom
einer 50-Hz-

Halbschwin-

gung aus
Nennlast

I A
1200
1eRh

1200

1200
1200
1200

/3000
3000
3000
3000
3000
3000

Oberer Ziind-
strom bei
T, =25°C

Ust:3v

It mA
80
80
80
80
80
80

40
400
00
400
400
400

Wéarmewider-

Haltestrom
stand
Conancs
Ih mA Ring grd/W
25 < 025
25 < 0,25
25 <025
25 <025
25 N 7<A 0,357
25 < 0gs
40 _<ot5
9 <015
40 < 0,15
4 <015
40 < 0,15
40 < 0,15

Effektivwert pos. und neg.
der AnschluB- StoBspitzen- bei
spannung spannung Ty=45°C
und mit dem
jeweils
empfohlenen
Kiihlkérper
CUnVett UV A
30 60 55
60 120 55
120 240 55 .
220 48L 55
320 600 55
380 720 55
30 60 80
60 120 80 )
120 240 80
220 480 80
320 600 80
380 720 80
—n SIiT 95/..., SiT 180/...
= Gewicht ca. 2400 g
mit Kihlkérper KL 91—A
~105%
g
i

o~
f=2]
2 .
: bl
?
|
( R
s R ]
o b 67 M6x25 M8
1
| ©
o o~
T =

Abmessungen in mm

*) Die Zahl vor dem Schragstrich gibt den Dauergrenzstrom in
Ampére bezogen auf eine Gehausetemperatur von 85 °C und
die Zahl nach dem Schragstrich die Nennsperrspannung in

Volt an.
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